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【はじめに】 

近年 Si フォトニクスによる光機能集積化が検

討されているが[1]、複数の Siフォトニクス基板の

集積化が出来れば、より高機能化に寄与すると考

えられる。そこで古くから光結合に用いられてい

たグレーティングカプラ[2]を用い Si 導波路間の

光結合について検討を行ったので報告する。  

【素子概要】 

 Fig.1に今回提案する素子の断面図を示す．コア

の厚さ 200nm、幅 400nmの Si導波路上に，高さ

90nm、周期 968nm、長さ 100mのグレーティン

グを作製した。Si導波路間のチップ接合介在層と

して透明な PMGIを 4m塗布し、接合を行った。 

【解析結果】 

 Fig.2に波長λ=1550nm，TE 偏光での導波路間

光結合の解析結果を示す。透過率として 9.8％、ま

たグレーティングによる放射角度が導波路方向か

ら 69°であるが、67°から 72°までの範囲で

7.5%以上の透過率を確認している。 

【実験結果】 

作製したチップ接合素子において、入力と異な

る導波路からの透過光の IR カメラ像を Fig.3 に

示す。透過光が確認されることから、作製したチ

ップ接合素子のグレーティングカプラによる Si

導波路間での光結合が起きていると考えられる。

今後素子構造及びチップ接合の最適化により結合

効率の向上を図りたい。 
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   Fig.1 Cross section of the device structure. 

Fig.2 Simulation of light propagation. 

（Input : from left bottom port） 

Fig.3 Transmitted light by IR camera. 
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